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(57) Sposob wykonania baterii stonecznych na
bazie krzemu, znamienny tym, ze zlagcze p-n (5
i 6) umieszcza sie w cienkiej warstwie epitak-
sjalnej wytwarzanej z roztworu SN : Si za pomo-
cq epitaks;ji z fazy ciektej przy krawedziach fotoli-
tograficznie naniesionych i wytrawionych za 1
pomocq roztworu NH4F : H,O, w 1000 A war-
stwie (2) SiO, na podtozu p - SiO, / Si (100) (1)
réwnolegtych siatek okien (4) o szerokosciach
okoto 10 ym, usytuowanych réwnolegle do kie-
runku < 1 1 0 > i pokrytych warstwg antyreflek-
syjng TiO, (3), tworzy sie strukture swiattowo-
dowa, umozliwiajgcg kwantom swiatta stonecz-
nego wielokrotng penetracje ztgcza p-n (5, 6)

i minimalizuje sie w ten sposéb absorpcje energii
optycznej w objetosci materiatu bazowego poza
ztaczem p-n (5, 6).
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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wykonania cienkowarstwowych baterii stonecznych na ba-
zie cienkich warstw krawedziowych krzemu.

Dotychczas w technice znane sg sposoby wytwarzania cienkich warstw epitaksjalnych na pod-
tozach monokrystalicznych. Najczesciej jednak sg to struktury planarne, hodowane bezposrednio na
powierzchni monokrystalicznego krzemu, na przyktad z publikacji R. Bergmann, J. Crystall Growth 110
(1991), s. 823. Znane sa réwniez przyktady wytwarzania warstw krawedziowych ELO z publikacji K. J.
Weber, K. Catchpole, A. W. Blakers, J. Crystal Growth 186 (1998), s. 369. Jednakze te sposoby nie
przewidywaty mozliwosci wytwarzania warstw ptaskoréwnolegtych, rozpoczynajgcych sie na krawe-
dziach otwartych fotolitograficznie w warstwie SiO, okien w kierunkach prostopadtych do tych krawe-
dzi i rozprzestrzeniajgcych sie nad warstwg SiO,. Morfologia takich warstw silnie zalezy od kierunku
usytuowania okna, rodzaju rozpuszczalnika i od orientacji krystalograficznej podtoza.

Istotg sposobu wykonania baterii stonecznych na bazie krzemu jest to, ze ztgcze p-n umieszcza
sie w cienkiej warstwie epitaksjalnej wytwarzanej z roztworu Sn : Si za pomocg epitaksji z fazy ciekiej
przy krawedziach fotolitograficznie naniesionych i wytrawionych za pomoca roztworu NH4F : H,O,
w 1000 A warstwie SiO, na podtozu p - SiO, / Si (100) réwnolegtych siatek okien o szerokosciach
okoto 10 um, usytuowanych rownolegle do kierunku < 1 10 > i pokrytych warstwa antyrefleksyjng TiO,
tworzac strukture swiattowodowa, umozliwiajacg kwantom $wiatta stonecznego wielokrotng penetracje
zlgcza p-n i minimalizacje w ten sposéb absorpcji energii optycznej w objetosci materiatu bazowego
poza ztacze p-n.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, ze poprzez wytworzenie struktury swiattowodowej
w cienkiej krawedziowej warstwie epitaksjalnej, pomiedzy dwiema warstwami dielektryka SiO, i TiO,
stwarza sie dogodne warunki dla wielokrotnego powielenia drogi fotonéw, penetrujacych wielokrotnie
obszar tadunku przestrzennego w ztgczu p-n. Wewnetrzna warstwa SiO, o grubosci 1000 A charakte-
ryzuje sie wspoétczynnikiem odbicia niemal czterokrotnie wiekszym niz powierzchnia Si, stad tak wyko-
nana struktura stanowi klasyczny swiattowdd.

Wynalazek zostat przedstawiony w przyktadzie wykonania na schematycznym rysunku w prze-
kroju poprzecznym.

Przyktad

Wytwarza sie strukture przydatng do konstruowania baterii stonecznych o podwyzszonych
sprawnos$ciach wzgledem struktur klasycznych. Na podtoze p - Si (100) 1 nanosi sie 1000 A warstewke
2 SiO,, na ktérej fotolitograficznie umieszcza sie sie¢ wzajemnie réwnolegtych, szerokich na 10 ym
i odlegtych od siebie o 100 um okien 4, ktére otwiera sie na gtebokos¢ 4 um w czasie 60 min, nastep-
nie trawi sie w roztworze NH4F : H,O,, a z kolei metodg epitaksji z fazy ciektej w temperaturze 920°C
nanosi sie epitaksjalng warstwe 6 Si, ktéra poprzez obnizenie temperatury roztworu Sn : Si z predko-
$cig 0,2 C/min w czasie 1 h pokrywa powierzchnie podtoza, powodujac bezdyslokacyjng koalescencije
warstw krawedziowych nad warstwg 2 SiO,, osiggajac predkos¢ 6 um, w ktérej to metodg dyfuzji fos-
foru wytwarza sie ztgcze 5 p-n, a nastepnie pokrywa sie warstwg antyrefleksyjng TiO, 3, w ktérej na-
stepnie fotolitograficznie odstania sie okienka dla kontaktéw elektrycznych dla obszarun 8 oraz p 7.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb wykonania baterii stonecznych na bazie krzemu, znamienny tym, ze zigcze p-n (5 6)
umieszcza sie w cienkiej warstwie epitaksjalnej wytwarzanej z roztworu SN : Si za pomocg epitaksji
z fazy ciektej przy krawedziach fotolitograficznie naniesionych i wytrawionych za pomocg roztworu
NH,F : H,0, w 1000 A warstwie (2) SiO, na podtozu p - SiO,/ Si (100) (1) réwnolegtych siatek okien (4)
o szerokos$ciach okoto 10 um, usytuowanych réwnolegle do kierunku < 1 T 0 > i pokrytych warstwg
antyrefleksyjng TiO, (3), tworzy sie strukture swiattowodowa, umozliwiajgcg kwantom swiatta stonecz-
nego wielokrotng penetracje ztgcza p-n (5, 6) i minimalizuje sie w ten sposéb absorpcje energii
optycznej w objetosci materiatu bazowego poza ztgczem p-n (5, 6).
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